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Annotatsiya: Polikristall yupga birjinsli emas yarimo‘tkazgich pardalardan
foydalanib mikroelektronika uchun yuqori samarador optronlar yaratishning fizika,
texnikaviy asoslari bayon gilingan. Optron elementlarida kuzatiladigan energetik
yo‘qotishlarni kamaytirishning ilmiy asoslari tahlil gilingan.

Kalit so‘zlar: Elementar optron, spektr, yorug‘lik diodi, nurlanish amplitudasi,
fotopriemnik, xalkogenidlar, sindirish ko‘rsatkichi.

Optoelektronika sohasidagi tadgiqotlar natijalaridan zamonaviy fan va
texnikaning turli yo‘nalishlarida foydalaniladi. Mikroelektronikaning istigboli uning
ajralmas qismi bo‘lgan optoelektronika bilan bog‘liq. Optoelektronikaning asosiy
elementi bu elementar optronlar. Optronni shakllantirish uchun yorug‘lik manbasi,

yorug‘likni gabul qiluvchi tizim (foto gabul qilgich) va manbani foto gabul gilgich
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bilan foton vositasida bog‘lovchi qismlar kerak. Mikroelektronika rivoji uchun optron
gismlarining yuqori energiyatejamkor, samarador va ixcham (mitti, mikrominiatyur)
elementlar bilan ta’minlanishi muhimdir. Bu muammoni hal qilishda optron
qismlarini yupga yarimo‘tkazgich pardalaridan foydalanib tayyorlash yuqori samara
beradi. Ularning geometrik o‘lchamlarini millionlar darajasida kamaytirish bilan bir
qatorda, yarimo‘tkazgich yupqa pardalarida kuzatiladigan yangi fotoelektrik
hodisalardan foydalanib funksional imkoniyatlari juda yuqgori optronlar oilasini
yaratish imkoniyati tug‘iladi. Shu sababli mikroelektron yupqa pardali
optoelektronika sohasining shakllanish tarixi yorug‘lik manbai va foto qabul
qilgichlar yaratish bilan bog‘liq.

Optronlarning samaradorligi asosan uning foton manbasi uzatayotgan yorug‘lik
energiyasidagi, uzatish tizimidagi, foton qabul qiluvchi gismidagi spektral
moslashuvning yuqoriligini ta’minlash bilan bog‘liq [1]. Shu bilan birga fotopriemnik
materialidagi rekombinatsion jarayonlarda kuzatiladigan energiya yo‘qotishlari ham
samaradorlikka ta’sir qiladi. Qayd etilgan energiya yo‘qotishlarini kamaytirish
magqsadida, fotopriemnik va unga yorug‘likni eltuvchi tizimga bog‘liq spektral,
polyarizatsion tadgiqotlar olib borilgan. Bu ilmiy-tadgiqotlar natijalari spektral
bog‘lanishlarda (Rasm 1) ifoda etilgan.

Samaradorlikning spektral bog‘lanishiga muvofiq, spektrning ultrabinafsha
sohasi uchun (300-400 nm) ZnS dan, spektrning ko‘rinadigan nurlar spektral sohasi
uchun (400-750 nm) CdTe CdS lardan, infragizil soha uchun (750-6000 nm) PbS
PbSe yarimo‘tkazgich materiallarida fotopriyomniklar tayyorlanadi.[2].

Optoelektron quyosh qurilmalari optik (foton) bog‘lanishli ikkita kontur
elektron bog‘lanishli yana ikkita konturdan iborat optoelektron tizim vositasida
ishlaydi. Bunday qurilmalarning samaradorligi sifati asosan kontur elementlari bilan
bog‘lig. Qurilma optronlari elementlarining yorug‘lik (foton) manbalarining spektral
tarkibi, foton iste’molchilarining (fotopriemnik) spektral tarkiblarining ganchalik mos

kelishiga qarab tanlanadi. Moslik darajasiga bog‘liq ravishda energiya yo‘qotishlari
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(yorug‘lik intensivligiga, spektriga, materialdagi rekombinatsiya-generatsiya bilan
bog‘liq yo‘qotishlar) baholanib boriladi.
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yorug ‘lik diodlari uchun nurlanish amplitudasining spektri
Buning uchun optojuftlik elementlarida spektral tekshirishlar olib boriladi.
Oralig optronlarda asosan manba sifatida yorug‘lik diodlari (SD) ishlatiladi. Ba’zi

yorug‘lik diodlari uchun nurlanish amplitudasining spektri 2-rasmda ko‘rsatilgan.
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Spektrga mos fotopriemnik tanlanib optojuftlik yig‘iladi. Qurilmaning
ishlatilishi joyiga qarab, yorug‘lik diodi kristall-diskret ko‘rinishida yig‘ilganlari
turg‘un ishchi xolat uchun ishlatiladi. Fotopriyomniklar ham shungga mos loyihalari
tanlanadi. Mikroelektron variantdagi optronlar yupga pardali ko‘rinishda
loyihalanadi.[3]. Bunday optronlar, mikrominiatyur o‘lchamlar zarurati  bor

sohalarda ( Masalan kosmik texnika ) ishlatiladi. (3,4-rasmlar).

3-rasm Kristall svetodiod kadmiy va surma.
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4-rasm Yupga yassi pardali elektrlyuminessen yacheyka.

Xalkogenidlari negizida loyihalangan optron juftliklarining ( SdTe-GaAs va
Sh,Ses-GaP) spektral bog‘lanishlari quyidagi rasmda ifodalangan: (5-rasm)
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S-rasm optron juftliklarining spektral bog ‘lanishlari

Optoelektron qurilmaning samaradorli yugoridagilar bilan bir gatorda,
elementar optron elementlari (yorug‘lik manbasi va uning iste’molchisi) orasidagi
optik foton vositasidagi bog‘lanishlardagi yorug‘lik signallarining kam yo‘qotishlar
bilan buzilmay foto qabul qilgichga yetib kelishi bilan bog‘liq. Mikroelektron tizimda
ham bu muammoni tolali optika vositasida amalga oshirish mumkin. Tolali optika
qurilmalari ixcham, uning yorug‘lik tolasi diametri 1 mkm atrofida bo‘ladi.
Elastikligi yuqori, uning egilishi uzatilayotgan optik signalni buzmaydi.
Samaradorligi elektr aloga vositasidan juda yuqori. Tasvir uzatish imkoniyatining
darajasi yuqori. Bu afzalliklarni amalga oshirish uchun optik tola bilan manba va
yorug‘lik iste’molchisi orasidagi optik kontakt sifati yuqori bo‘lishi kerak. Bu
vazifani goniqarli darajada amalga oshirish uchun immersion muxit sifatida sindirish
ko‘rsatkichi (n) yorug‘lik manbasi va fotopriyomnik sindirish ko‘rsatkichiga yaqin
bo‘lishi kerak. Yuqori sindirish ko‘rsatkichli materialdan optik tola yasash, kontakt
sifatini ta’minlash to‘la ichki qaytish burchagini ortiradi va yorug‘lik gaytishi bilan
bog‘liq optik (foton) yo‘qotishlarni kamaytiradi. Bunday optik tola materialli sifatida
selenli oyna (n=1.8+1.9) dan foydalanish mumkin.[4] Yorug‘lik manbasi va
fotopriyomnik materialidagi generatsiya-rekombinatsiya jarayonlari bilan bog‘liq
optik yo‘qotishlar ham optron samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Bunday
salbiy  oqibatlarning  dastlabki  darajasini  baholash  magsadida  manba
geterokontaktlaridagi ~ potensial ~ o‘zgarishlarning-potensial ~ diagrammasidan

foydalaniladi (zona diagramma).
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Xalkogenid yupga yarimo‘tkazgich pardalari olish va ular negizida yuqori
samarador generator tipidagi fotopriemniklar yaratish asoslari takomillashtirilgan.
Spektral bog‘lanishlarni tadqiq qilish bilan optimal optron juftlik yaratish mumkinligi
aniglangan. Ulkan yoritgich (Quyosh) vositasida mitti yoritgichdan foydalanib
mikroelektron optronlar yaratish asoslari bayon gilingan. Optron samaradorligiga
sezilarli ta’sir ko‘rsata oladigan omillar aniglangan. Ulkan va mitti yoritgichlarning
birgalikda ishlashini ta’minlovchi optoelektrik qurilma yaratish mumkinligi
isbotlangan.
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